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図2 T-CADを⏝いた電⏺ᙉᗘシ࣑ࣞࣗーシࣙンで╔目したゎᯒ࣏イント

図1 ２ẁ࣓ࢧᵓ㐀ࢲイオードとᚑ᮶の㸯ẁ࣓ࢧᵓ㐀ࢲイオードのᵓ㐀図
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図3 電⏺ᙉᗘのィ⟬結果

図4 TCADによる２ẁ࣓ࢧᵓ㐀p-nࢲイオード内の電⏺ᙉᗘศᕸィ⟬（㏫

᪉ྥ電ᅽ1.6 kV）

図5 順方向 I-V特性
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１段メサ構造

２段メサ構造

図6 逆方向 I-V特性と比較したダイオードのメサ構造図（挿入した写真はメサ端で破壊したダ
イオードのSEM像）
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図6 逆方向 I-V特性と比較したダイオードのメサ構造図（挿入した写真はメサ端で破壊したダ
イオードのSEM像）
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図7 ᖜ౫Ꮡࢧイオードの⪏ᅽの࣓ࢲ

図8 ㏫᪉ྥ I-V≉ᛶの15回⧞㏉しホ価結果
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